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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】入力装置からの観察／測定電磁放射を緩和（例
えば、低減又は相殺）するために追加構成要素を入力装
置に含みかつ／又は入力装置を提供する。
【解決手段】処理システムは、複数のセンサ電極のうち
の第１のセンサ電極をガード信号で変調するように構成
された第１の回路と、第１のセンサ電極をガード信号で
変調することにより生じる電磁放射を、回路要素をガー
ド信号の反転バージョンで変調することによって緩和す
るように構成された第２の回路と、を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセンサ電極のうちの第１のセンサ電極をガード信号で変調するように構成された
第１の回路と、
　前記第１のセンサ電極を前記ガード信号で変調することにより生じる電磁放射を、回路
要素を前記ガード信号の反転バージョンで変調することによって緩和するように構成され
た第２の回路と、を含む処理システム。
【請求項２】
　前記ガード信号が、表示画面のゲートラインに印加され、
　前記回路要素を前記ガード信号の前記反転バージョンで変調することにより、前記ガー
ド信号を前記ゲートラインに印加することにより生じる電磁放射が緩和される、請求項１
に記載の処理システム。
【請求項３】
　前記回路要素が、前記複数のセンサ電極を少なくとも部分的に取り囲む１組の区分を含
む導電経路である、請求項２に記載の処理システム。
【請求項４】
　前記導電経路と前記複数のセンサ電極が、接地経路によって分離された、請求項３に記
載の処理システム。
【請求項５】
　前記第２の回路が、更に、
　前記導電経路の抵抗を決定し、
　　前記抵抗に基づいて、前記入力装置と関連した温度を決定することと、
　　前記抵抗に基づいて、ユーザによって前記入力装置に加えられる屈曲力を決定するこ
ととからなる群から選択された少なくとも１つを行うように構成された、請求項３に記載
の処理システム。
【請求項６】
　前記回路要素が、前記複数の電極のうちの第２のセンサ電極であり、
　前記第１の回路が、
　　前記第１のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号によって駆動される第２の端子と、を有する演算増幅器を含むアナロ
グフロントエンド（ＡＦＥ）を含み、
　前記第２の回路が、前記ガード信号の前記反転バージョンを前記第２のセンサ電極に駆
動することによって前記第２のセンサ電極を変調するように構成されたドライバ回路を有
する、請求項１に記載の処理システム。
【請求項７】
　前記回路要素が、前記複数の電極のうちの第２のセンサ電極であり、
　前記第１の回路が、
　　前記第１のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号によって駆動される第２の端子と、を有する第１の演算増幅器を含む
第１のアナログフロントエンド（ＡＦＥ）を含み、
　前記第２の回路が、
　　前記第２のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号の前記反転バージョンによって駆動された第２の端子と、を含む第２
の演算増幅器を含む第２のＡＦＥを含む、請求項１に記載の処理システム。
【請求項８】
　前記第１のセンサ電極に結合された前記第１のＡＦＥと、前記第２のセンサ電極に結合
された前記第２のＡＦＥとからなる群から選択された少なくとも１つのセンサ電極の出力
に基づいて入力オブジェクトの位置を決定するように構成された決定回路を更に含む、請
求項７に記載の処理システム。
【請求項９】
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　前記ガード信号と、前記ガード信号の前記反転バージョンとが異なる振幅を有する、請
求項１に記載の処理システム。
【請求項１０】
　複数のセンサ電極を検出信号で変調するステップと、
　前記表示画面と関連したゲートラインにガード信号を印加するステップと、
　導電経路を前記ガード信号の反転バージョンで変調することによって、前記複数のセン
サ電極を前記検出信号で変調することと前記ガード信号を前記ゲートラインに印加するこ
との両方により生じる電磁放射を低減するステップとを含み、
　前記導電経路が、前記複数のセンサ電極を少なくとも部分的に取り囲む方法。
【請求項１１】
　前記導電経路と前記複数のセンサ電極が、接地経路によって分離された、請求項１０に
記載の方法。
【請求項１２】
　処理システムと関連付けられた方法であって、
　第１のセンサ電極をガード信号で変調するステップと、
　前記第１のセンサ電極を前記ガード信号で変調することにより生じる電磁放射を、第２
のセンサ電極を前記ガード信号の反転バージョンで変調することによって低減するステッ
プと、を含む方法。
【請求項１３】
　表示画面と関連したゲートラインに前記ガード信号を印加するステップを更に含み、
　前記第２のセンサ電極を前記ガード信号の前記反転バージョンで変調することにより、
前記ガード信号を前記ゲートラインに印加することにより生じる電磁放射が緩和される、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のセンサ電極が、前記ガード信号の前記反転バージョンを前記第２のセンサ電
極に駆動することによって変調され、
　前記処理システムが、
　　前記第１のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号によって駆動される第２の端子とを有するアナログフロントエンド（
ＡＦＥ）を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記処理システムが、更に、第１のアナログフロントエンド（ＡＦＥ）と第２のＡＦＥ
を含み、
　前記第１のセンサ電極が、前記第１のＡＦＥに結合され、前記第１のＡＦＥの端子を前
記ガード信号で駆動することによって変調され、
　前記第２のセンサ電極が、前記第２のＡＦＥに結合され、
　前記第２のセンサ電極が、前記第２のＡＦＥの端子を前記ガード信号の前記反転バージ
ョンで駆動することによって変調される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のＡＦＥと前記第２のＡＦＥから成る群から選択された少なくとも１つのＡＦ
Ｅの出力に基づいて入力オブジェクトの位置を決定するステップを更に含む、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　複数のセンサ電極と、
　処理システムであって、
　　前記複数のセンサ電極の第１のセンサ電極をガード信号で変調し、
　　前記第１のセンサ電極を前記ガード信号で変調することにより生じる電磁放射を、回
路要素を前記ガード信号の反転バージョンで変調することによって緩和するように構成さ
れた処理システムと、を含む、入力装置。
【請求項１８】
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　前記回路要素が、前記複数のセンサ電極を少なくとも部分的に取り囲む１組の区分を含
む導電経路である、請求項１７に記載の入力装置。
【請求項１９】
　前記回路要素が、前記複数の電極のうちの第２のセンサ電極であり、前記処理システム
が、
　演算増幅器を含むアナログフロントエンド（ＡＦＥ）であって、前記演算増幅器が、
　　前記第１のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号によって駆動される第２の端子と、を有するアナログフロントエンド
（ＡＦＥ）と、
　前記ガード信号の前記反転バージョンを前記第２のセンサ電極に駆動することによって
前記第２のセンサ電極を変調するように構成されたドライバ回路と、を有する、請求項１
７に記載の入力装置。
【請求項２０】
　前記回路要素が、前記複数の電極のうちの第２のセンサ電極であり、前記処理システム
が、
　第１の演算増幅器を含む第１のアナログフロントエンド（ＡＦＥ）であって、前記第１
の演算増幅器が、
　　前記第１のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号によって駆動される第２の端子と、を有する第１のアナログフロント
エンド（ＡＦＥ）と、
　第２の演算増幅器を含む第２のＡＦＥであって、前記第２の演算増幅器が、
　　前記第２のセンサ電極に結合された第１の端子と、
　　前記ガード信号の前記反転バージョンによって駆動される第２の端子と、を含む第２
のＡＦＥとを含む、請求項１７に記載の入力装置。
【請求項２１】
　表示画面を動作させるゲートライン及びソースラインと、を含み、
　前記処理システムが、更に、前記ガード信号を前記ゲートラインに印加するように構成
され、
　前記回路要素を前記ガード信号の前記反転バージョンで変調することによって、前記ガ
ード信号を前記ゲートラインに印加することにより生じる電磁放射が緩和される、請求項
１７に記載の入力装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、一般に電子装置に関し、より具体的には静電容量センサ電極からの電磁
放射の緩和に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近接センサデバイス（例えば、タッチパッド又はタッチセンサデバイス）を含む入力装
置は、様々な電子システムに広く使用されている。近接センサデバイスは、しばしば面に
よって区分された検出領域を有し、検出領域内で、近接センサデバイスが１つ以上の入力
オブジェクトの存在、位置及び／又は動きを決定する。近接センサデバイスは、電子シス
テムにインタフェースを提供するために使用されうる。例えば、近接センサデバイスは、
より大きい計算処理システムのための入力装置（例えば、ノートブック又はデスクトップ
コンピュータに組み込まれるかその周辺の不透明タッチパッド）として使用されうる。近
接センサデバイスは、しばしばより小さい計算処理システム（例えば、携帯電話に組み込
まれたタッチスクリーン）にも使用される。近接センサデバイスは、入力オブジェクト（
例えば、指、スタイラス、ペン、指紋など）を検出するために使用されうる。
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【０００３】
　タッチスクリーンを含む入力デバイスは、静電容量検出中に電磁放射を生成することが
多い。しかしながら、入力装置は、入力装置からの観察／測定された電磁放射が小さい（
即ち、しきい値より小さい）ことを必要とする他の構成要素（例えば、自動車構成要素）
と共に使用されることが多い。したがって、入力装置からの観察／測定電磁放射を緩和（
例えば、低減又は相殺）するために追加構成要素を入力装置に含みかつ／又は入力装置を
そのように動作させることが望ましいことがある。
【発明の概要】
【０００４】
　一般に、一態様では、実施形態は、入力装置に関する。入力装置は、複数のセンサ電極
と、複数のセンサ電極の第１のセンサ電極をガード信号で変調し、第１のセンサ電極をガ
ード信号で変調することにより生じる電磁放射を、回路要素をガード信号の反転バージョ
ンで変調することによって緩和するように構成された処理システムとを含む。
【０００５】
　一般に、一態様では、実施形態は、複数のセンサ電極を含む入力装置と表示画面とを動
作させる方法に関する。この方法は、複数のセンサ電極を検出信号で変調することと、表
示画面と関連付けられたゲートラインにガード信号を印加することと、複数のセンサ電極
を検出信号で変調することにより生じる電磁放射を、複数のセンサ電極を少なくとも部分
的に取り囲む導電経路をガード信号の反転バージョンで変調することによって低減するこ
ととを含む。
【０００６】
　一般に、一態様では、実施形態は、第１のセンサ電極と第２のセンサ電極を含む入力装
置を動作させる方法に関する。この方法は、第１のセンサ電極をガード信号で変調するこ
とと、第１のセンサ電極をガード信号で変調することにより生じる電磁放射を、第２のセ
ンサ電極をガード信号の反転バージョンで変調することによって低減することとを含む。
【０００７】
　実施形態の他の態様は、以下の記述及び添付の特許請求の範囲から明らかになる。
【０００８】
　この実施形態は、例によって示され、添付図面の図によって限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一以上の実施形態による入力装置のブロック図である。
【図２】一以上の実施形態による入力装置のブロック図である。
【図３Ａ】一以上の実施形態による静電容量検出用に構成された入力装置を示す図である
。
【図３Ｂ】一以上の実施形態による静電容量検出用に構成された入力装置を示す図である
。
【図４Ａ】一以上の実施形態による走査シーケンスを示す図である。
【図４Ｂ】一以上の実施形態による走査シーケンスを示す図である。
【図５】一以上の実施形態による静電容量検出用に構成された入力装置を示す図である。
【図６】一以上の実施形態によるフローチャートである。
【図７】一以上の実施形態によるフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の詳細な説明は、単に本質的に例示であり、本発明及び本発明の応用又は用途を限
定するものではない。更に、前の技術分野、背景技術、要約又は以下の詳細な説明で提示
される如何なる明示的又は暗黙的理論によっても拘束されない。
【００１１】
　実施形態の以下の詳細な説明では、開示技術のより完全な理解を提供するために、多数
の特定の詳細が示される。しかしながら、開示技術がそのような特定の詳細なしに実施さ
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れうることは当業者に明らかであろう。他の例では、説明を無駄に複雑にするのを回避す
るために、周知の特徴は詳細に記述されない。
【００１２】
　本出願全体にわたって、順序数（例えば、第１、第２、第３など）は、要素（即ち、本
出願内の任意の名詞）の形容詞として使用されうる。順序数の使用は、「前（before）」
、「後（after）」、「単一（single）」及び他のそのような用語の使用によって明示さ
れない限り、要素のいかなる特定の順序も暗示又は作成せず、いかなる要素も単一要素の
みであるように限定しない。より正確に言うと、順序数の使用は、要素を区別することで
ある。例えば、第１の要素は、第２の要素と異なり、第１の要素は、複数の要素を含み、
要素の順序で第２の要素に後続（又は先行）できる。
【００１３】
　種々の実施形態は、改善された利便性を促進する入力装置及び方法を開示する。具体的
には、一以上の実施形態は、入力装置からの電磁放射を緩和するための電子構成要素及び
／又は方法を開示する。入力装置からの電磁放射の緩和は、入力装置が別の構成要素（例
えば、自動車構成要素）の要件に準拠する（及び、したがって要件で動作可能である）た
めに重要でありうる。
【００１４】
　次に図に移り、図１は、開示の実施形態による典型的入力装置（１００）のブロック図
である。入力装置（１００）は、電子システム（単純にするために示されていない）に入
力を提供するように構成されうる。本明細書で使用されるとき、用語「電子システム」（
又は「電子装置」）は、広義には、情報を電子的に処理できる任意のシステムを指す。電
子システムの例には、全てのサイズ及び形状のパーソナルコンピュータ（例えば、デスク
トップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレッ
ト、ウェブブラウザ、ｅブックリーダ及び携帯情報端末（ＰＤＡ））、複合入力装置（例
えば、物理キーボード、ジョイスティック、及びキースイッチ）、データ入力装置（例え
ば、リモートコントロール及びマウス）、データ出力装置（例えば、表示画面及びプリン
タ）、リモート端末、キオスク、テレビゲーム機（例えば、ビデオゲームコンソール、携
帯ゲーム機など）、通信装置（例えば、スマートフォンなどの携帯電話）、及び媒体装置
（例えば、レコーダ、エディタ、及びテレビ、セットトップボックス、音楽プレーヤ、デ
ジタル写真フレーム及びデジタルカメラなどのプレーヤ）が含まれる。更に、電子システ
ムは、入力装置に対してホストでもスレーブでもよい。
【００１５】
　入力装置（１００）は、電子システムの物理部分として実現されうる。代替で、入力装
置（１００）は、電子システムから物理的に分離されうる。入力装置（１００）は、バス
やネットワークなどの様々な有線又は無線相互接続及び通信技術を使用して、電子システ
ムの構成要素に結合（通信）されうる。例示的な技術には、インターインテグレイテッド
サーキット（Ｉ２Ｃ）、シリアルペリフェラルインターフェース（ＳＰＩ）、ＰＳ／２、
ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線データ
通信規格（ＩｒＤＡ）、及びＩＥＥＥ　８０２．１１や他の規格によって規定された様々
な電波周波数（高周波）通信プロトコルが挙げられる。
【００１６】
　図１の例では、入力装置（１００）は、検出領域（１２０）内の１つ以上の入力オブジ
ェクト（１４０）によって提供された入力を検出するように構成された近接センサデバイ
ス（「タッチパッド」又は「タッチセンサデバイス」など）に対応できる。例示的な入力
オブジェクトには、指とスタイラスが含まれる。検出領域（１２０）は、入力装置（１０
０）の上、そのまわり、その中及び／又はその近くに、入力装置（１００）がユーザ入力
（例えば、１つ以上の入力オブジェクト（１４０）によって提供された）を検出できる任
意の空間を含みうる。特定の検出領域のサイズ、形状及び場所は、実際の実施態様により
異なりうる。
【００１７】
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　幾つかの実施形態では、検出領域（１２０）は、入力装置（１００）のどの面との物理
接触も伴わない入力を検出する。他の実施形態では、検出領域（１２０）は、ある程度の
大きさの作用力又は圧力と結合された入力装置（１００）の入力面（例えば、タッチスク
リーン）との接触を伴う入力を検出する。
【００１８】
　入力装置（１００）は、センサ構成要素と検出技術の任意の組み合わせを利用して検出
領域（１２０）内のユーザ入力を検出できる。入力装置（１００）は、ユーザ入力を検出
する１つ以上の検出素子を含む。幾つかの非限定的な例として、入力装置（１００）は、
静電容量、弾性、抵抗、誘導、磁気、音響、超音波及び／又は光学技術を使用できる。入
力装置（１００）は、また、ユーザ入力を収集するために１つ以上の物理又は仮想ボタン
（１３０）を含みうる。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、入力装置（１００）は、静電容量検出技術を利用してユーザ入
力を検出できる。例えば、検出領域（１２０）は、電界を作成するために１つ以上の静電
容量検出要素（例えば、センサ電極）を入力できる。入力装置（１００）は、センサ電極
の静電容量の変化に基づいて入力を検出できる。より具体的には、電界と接する（又は、
近づく）オブジェクトは、センサ電極内の電圧及び／又は電流を変化させうる。電圧及び
／又は電流のそのような変化は、ユーザ入力を示す「信号」として検出されうる。センサ
電極は、電界を生成するために静電容量検出要素の配列又は他の規則若しくは不規則パタ
ーンで配置されうる。幾つかの実施態様では、幾つかの検出要素がオーム的に短絡されて
、より大きいセンサ電極が構成されうる。幾つかの静電容量検出技術は、均一な抵抗層を
提供する抵抗性シートを利用できる。
【００２０】
　幾つかの静電容量検出技術は、「自己静電容量」（「絶対静電容量」とも呼ばれる）及
び／又は「相互静電容量」（「トランスキャパシタンス」とも呼ばれる）に基づきうる。
絶対静電容量検出方法は、センサ電極と入力オブジェクトの間の静電容量結合の変化を検
出する。相互静電容量検出方法は、センサ電極間の静電容量結合の変化を検出する。例え
ば、センサ電極近くの入力オブジェクトは、センサ電極間の電界を変化させ、したがって
、センサ電極の測定静電容量結合が変化する。幾つかの実施態様では、入力装置（１００
）は、１つ以上のトランスミッタセンサ電極（「トランスミッタ電極」又は「トランスミ
ッタ」とも）と１つ以上のレシーバセンサ電極（「レシーバ電極」又は「レシーバ」とも
）の間の静電容量結合を検出することによって相互静電容量検出を実施できる。レシーバ
電極によって受信された結果信号は、環境的干渉（例えば、他の電磁信号）並びにセンサ
電極と接触するかその近くの入力オブジェクトによって達成されうる。
【００２１】
　処理システム（１１０）は、入力装置（１００）のハードウェアを動作させて検出領域
（１２０）の入力を検出するように構成される。処理システム（１１０）は、１つ以上の
集積回路（ＩＣ）及び／又は他の回路構成要素の一部又は全てを含みうる。幾つかの実施
形態では、処理システム（１１０）は、ファームウェアコード、ソフトウェアコードなど
の電子的読取可能命令も含む。幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）を構成す
る構成要素は、入力装置（１００）の検出素子の近くなどに一緒に配置される。他の実施
形態では、処理システム（１１０）の構成要素は、入力装置（１００）の検出素子に近い
１つ以上の構成要素、及び他の場所にある１つ以上の構成要素と物理的に離される。例え
ば、入力装置（１００）は、計算処理装置に結合された周辺装置でよく、処理システム（
１１０）は、計算処理装置の中央処理装置上、及び中央処理装置と別の１つ以上のＩＣ（
恐らく関連ファームウェアを有する）上で動作するように構成されたソフトウェアを含み
うる。別の例として、入力装置（１００）は、モバイル機器に物理的に組み込まれてもよ
く、処理システム（１１０）は、モバイル機器の主プロセッサの一部である回路とファー
ムウェアを含みうる。幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、入力装置（１
００）の実現に専用化される。他の実施形態では、処理システム（１１０）は、また、表
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示画面の動作、触覚アクチュエータの駆動などの他の機能を実行する。例えば、処理シス
テム（１１０）は、一体型タッチ及びディスプレイコントローラの一部でよい。
【００２２】
　幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、少なくとも１つの入力オブジェク
トが検出領域内にあることを決定し、信号対雑音比を決定し、入力オブジェクトの位置情
報を決定し、ジェスチャを識別し、ジェスチャに基づいてジェスチャ又は他の情報の組み
合わせを実行するアクションを決定し、及び／又は他の操作を実行するように構成された
決定回路（１５０）を含みうる。幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、検
出要素を駆動してトランスミッタ信号を送信し結果信号を受信するように構成されたセン
サ回路（１６０）を含みうる。幾つかの実施形態では、センサモジュール（１６０）は、
検出要素に結合された検出回路を含みうる。検出回路は、例えば、検出要素の送信部分に
結合されたトランスミッタ回路を含むトランスミッタモジュールと、検出要素の受信部分
に結合されたレシーバ回路を含むレシーバモジュールとを含みうる。
【００２３】
　図１は、決定回路（１５０）とセンサ回路（１６０）を示すが、開示の一以上の実施形
態による代替又は追加回路が存在しうる。
【００２４】
　幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、１つ以上のアクションを引き起こ
すことによって検出領域（１２０）内のユーザ入力（又は、ユーザ入力がないこと）に直
接応答する。例示的なアクションには、動作モードの変更、並びにカーソル運動、選択、
メニューナビゲーション及び他の機能などのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ
）アクションが含まれる。幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、入力（又
は、入力の欠如）に関する情報を、電子システムのある部分に（例えば、別個の中央処理
システムが存在する場合は、処理システム（１１０）と別個の電子システムの中央処理シ
ステムに）提供する。幾つかの実施形態では、電子システムのある部分は、処理システム
（１１０）から受け取った情報を処理してユーザ入力に作用し、例えば、モード変更アク
ションとＧＵＩアクションを含むあらゆる種類のアクションを容易にする。
【００２５】
　例えば、幾つかの実施形態では、処理システム（１１０）は、入力装置（１００）の検
出素子を作動させて、検出領域（１２０）内の入力（又は入力がないこと）を示す電気信
号を生成する。処理システム（１１０）は、電子システムに提供される情報を生成する際
に、電気信号に対して適切な量の処理を実行できる。例えば、処理システム（１１０）は
、センサ電極から得たアナログ電気信号をデジタル化できる。別の例として、処理システ
ム（１１０）は、フィルタリング又は他の信号調整を実行できる。更に別の例として、処
理システム（１１０）は、情報が電気信号とベースラインの差を表すように、ベースライ
ンを控除するか他の方法で考慮できる。ベースラインとは、入力オブジェクトが存在しな
いときの検出領域の生の測定値の評価である。例えば、静電容量ベースラインは、検出領
域のバックグラウンド静電容量の評価である。各検出要素は、ベースラインにおいて対応
する単一値を有しうる。更に他の例として、処理システム（１１０）は、例えば、位置情
報を決定し、入力をコマンドとして認識し、手書きを認識できる。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、入力装置（１００）はタッチスクリーンインタフェースを含み
、検出領域（１２０）は、表示画面（１５５）のアクティブ領域の少なくとも一部と重な
る。入力装置（１００）は、表示画面（１５５）を覆う実質的に透明なセンサ電極を含み
、関連電子システムにタッチスクリーンインタフェースを提供できる。表示画面は、ユー
ザに視覚インタフェースを表示できる任意のタイプの動的表示装置でよく、また任意のタ
イプの発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマ、エレクトロルミネセンス（ＥＬ）、又は他の表示技
術を含みうる。入力装置（１００）と表示画面は、物理要素を共用できる。例えば、幾つ
かの実施形態は、表示と検出に同じ電気構成要素の幾つかを利用できる。様々な実施形態
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では、表示装置の１つ以上の表示電極が、表示更新と入力検出の両方を行うように構成さ
れうる。別の例として、表示画面（１５５）は、処理システム（１１０）によって一部分
又は全体が操作されうる。
【００２７】
　検出領域（１２０）と表示画面（１５５）は、一体化され、オンセル、インセル又はハ
イブリッドアーキテクチャを取りうる。換言すると、表示画面（１５５）は、複数層（例
えば、１つ以上の偏光子層、カラーフィルタ層、カラーフィルタガラス層、薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）回路層、液晶材料層、ＴＦＴガラス層など）で構成されうる。センサ電極
は、１つ以上の層上に配置されうる。例えば、センサ電極は、ＴＦＴガラス層及び／又は
カラーフィルタガラス層上に配置されうる。更に、処理システム（１１０）は、表示機能
とタッチ検出機能の両方を持つ一体型タッチ及びディスプレイコントローラの一部でよい
。
【００２８】
　図１には示されてないが、処理システム、入力装置及び／又はホストシステムは、１つ
以上のコンピュータプロセッサ、関連メモリ（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、キャッシュメモリ、フラッシュメモリなど）、１つ以上の記憶装置（例えば、ハード
ディスク、コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブなどの光ドライブ又はデジタル多用途デ
ィスク（ＤＶＤ）ドライブ、フラッシュメモリスティックなど）、並びに多数の他の要素
及び機能を含みうる。コンピュータプロセッサは、命令を処理するための集積回路でよい
。例えば、コンピュータプロセッサは、プロセッサの１つ以上のコア又はマイクロコアで
よい。更に、一以上の実施形態の１つ以上の要素は、遠隔地に配置され、ネットワークを
介して他の要素に接続されうる。更に、実施形態は、幾つかのノードを有する分散システ
ム上で実現されてもよく、開示の各部分は、分散システム内の様々なノード上にあっても
よい。一実施形態では、ノードは、別個の計算処理装置に対応する。あるいは、ノードは
、関連物理メモリを備えたコンピュータプロセッサに対応しうる。あるいは、ノードは、
共有メモリ及び／又はリソースを有するコンピュータプロセッサあるいはコンピュータプ
ロセッサのマイクロコアに対応しうる。
【００２９】
　図１は、構成要素の構成を示すが、本開示の範囲から逸脱せずに他の構成が使用されう
る。例えば、様々な構成要素を組み合わせて単一構成要素を作成できる。別の例として、
単一構成要素によって実行される機能が、２つ以上構成要素によって実行されうる。
【００３０】
　図２は、一以上の実施形態による入力装置（２００）の概略図である。図２に示された
ように、入力装置（２００）は、処理システム（２１０）、行と列のマトリクスで配列さ
れた複数のセンサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）、センサ電極（２２１～２２
９，２３１～２３６）を取り囲む導電経路（２９９）、及び導電経路（２９９）とセンサ
電極（２２１～２２９，２３１～２３６）の間に配置された接地経路（２９８）を含みう
る。導電経路（２９９）及び／又は接地経路（２９８）は、１組の区分（即ち、１つ以上
の区分）からなりうる。図示されていないが、区分間にギャップがあってもよい。一以上
の実施形態で、導電経路（２９９）は、処理システム（２１０）及び／又はセンサ電極（
２２１～２２９，２３１～２３６）を、入力装置（２００）の縁のタッチにより生じる静
電放電から保護するために使用されうる。導電経路（２９９）については、更に後述され
る。導電経路（２９９）と各センサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）は、回路要
素の例である。
【００３１】
　前述されたように、入力装置（２００）は、一体型表示画面（図示せず）を含みうる。
したがって、入力装置（２００）は、また、表示画面の更新に関与するゲートラインとソ
ースラインを含みうる。更に、センサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）の１つ以
上は、表示画面の更新に関与するＶＣＯＭ区分にも対応しうる。
【００３２】
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　一以上の実施形態で、処理エンジン（２１０）は、図１に関して前述された処理システ
ム（１１０）に類似する。図２に示されたように、処理システム（２１０）は、経路回路
（２９７）、駆動回路（２４５）、及び１つ以上のアナログフロントエンド（ＡＦＥ）（
即ち、ＡＦＥ　Ａ（２７１），ＡＦＥ　Ｂ（２７２），ＡＦＥ　Ｃ（２７３））を有する
検出回路（２５５）を含みうる。駆動回路（２４５）と検出回路（２５５）は、図２で別
個であるように示されているが、一以上の実施形態では、駆動回路（２４５）と検出回路
（２５５）は一体化される。
【００３３】
　一以上の実施形態で、検出回路（２５５）は、１つ以上のセンサ電極（２２１～２２９
，２３１～２３６）から１つ以上の結果信号を得る機能を有するハードウェア及び／又は
ソフトウェアを含む。具体的には、結果信号は、静電容量検出に関与するセンサ電極から
得られうる（例えば、絶対静電容量検出、トランス静電容量検出）。検出回路（２５５）
は、図１及び付随説明に示されたレシーバ回路に類似しうる。
【００３４】
　詳細には、検出回路（２５５）は、様々なアナログフロントエンド（ＡＦＥ）（例えば
ＡＦＥ　Ａ（２７１），ＡＦＥ　Ｂ（２７２），ＡＦＥ　Ｃ（２７３））をアナログ調整
回路と共に含みうる。例えば、ＡＦＥは、演算増幅器、デジタル信号処理構成要素、電荷
収集機構、フィルタ、電流コンベヤ、及び／又はセンサ電極から得られた結果信号を検出
し分析する（例えば、入力オブジェクトの位置を決定する、入力オブジェクトなどによっ
て加えられた力を評価するなど）ための様々な特定用途向け集積回路を含みうる。一以上
の実施形態で、ＡＦＥ（２７１～２７３）の数は、センサ電極（２２１～２２９，２３１
～２３６）の数より少ない。
【００３５】
　一以上の実施形態では、センサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）の幾つか又は
全ては、絶対静電容量検出を行うために使用される（例えば、表示画面が更新されないと
き）。絶対静電容量検出中、センサ電極は、検出信号によって変調されうる。検出信号は
、矩形波、正弦波、三角波などの周期信号でよい。更に、実質的に検出信号と同じ形状と
位相を有するガード信号が、ゲートライン及び／又はソースラインに印加されうる。ガー
ド信号は、タッチ検出に利用されていないセンサ電極にも印加されうる（後述される）。
【００３６】
　図３Ａは、一以上の実施形態による絶対静電容量検出用に構成された入力装置（２００
）を示す。図３Ａに示されたように、複数のセンサ電極（即ち、センサ電極（３０５），
センサ電極（３０６），センサ電極（３０７））がある。センサ電極（３０５～３０７）
はそれぞれ、図２に関して前述されたセンサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）の
いずれかに対応しうる。したがって、センサ電極（３０５～３０７）は全て同じ列にあっ
てもよい。あるいは、センサ電極（３０５～３０７）の少なくとも２つが異なる列にあっ
てもよい。
【００３７】
　また図３Ａに示されたように、複数のＡＦＥ（例えば、ＡＦＥ（３９９）、ＡＦＥ（３
９８））がある。ＡＦＥ（３９８，３９９）はそれぞれ、図２に関して前述されたＡＦＥ
（２７１～２７３）のいずれかに対応しうる。ＡＦＥ（３９９）は、演算増幅器（３１５
）、電流コンベア（３１６）、及び付加処理回路（３２０）を含む。ＡＦＥ（３９８）は
、本質的にＡＦＥ（３９９）と同じ構成要素を有しうる。更に、検出信号（３１０）は、
ＡＦＥ（３９８，３９９）内の演算増幅器（例えば、演算増幅器（３１５））の非反転端
子に印加される。
【００３８】
　更に図３Ａを参照すると、センサ電極（３０７）とセンサ電極（３０５）は、ＡＦＥ（
３９８）とＡＦＥ（３９９）にそれぞれ結合される。したがって、センサ電極（３０５，
３０７）は両方とも、検出信号（３１０）によって変調され、絶対静電容量検出を行うた
めに利用される。具体的には、ＡＦＥ（３９９）の電流ＩＯＵＴは、入力オブジェクトが
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ある場合にその入力オブジェクトとセンサ電極（３０５）の静電容量結合を反映する。同
様に、ＡＦＥ（３９８）の電流ＩＯＵＴ’は、入力オブジェクトがある場合にその入力オ
ブジェクトとセンサ電極（３０７）との静電容量結合を反映する。センサ電極（３０６）
は、実質的に検出信号（３１０）と同じ形状と位相を有するガード信号（３１１）によっ
て駆動される。実際に、一以上の実施形態では、検出信号とガード信号は同じである。し
かしながら、センサ電極（３０６）がＡＦＥに結合されないので、センサ電極（３０６）
は、現在、入力オブジェクトの存在を検出するために利用されていない。
【００３９】
　前述したように、図３Ａは、（ｉ）ＡＦＥに結合され入力オブジェクトの存在を検出す
るために利用されている幾つかのセンサ電極（３０５，３０７）と、（ｉｉ）ガード信号
によって変調されるがＡＦＥに結合されておらず、入力オブジェクトの存在を検出するた
めに利用されていない少なくとも１つのセンサ電極（３０６）を示す。一以上の実施形態
では、入力装置（３００）は、任意のセンサ電極（３０５～３０７）をＡＦＥ（３９８，
３９９）に結合でき、任意のセンサ電極（３０５～３０７）をガード信号（３１１）で駆
動できるスイッチ及び／又はマルチプレクサ（図示せず）を有しうる。
【００４０】
　一以上の実施形態で、センサ電極（３０５～３０７）を検出信号（３１０）及び／又は
ガード信号（３１１）で変調し、ガード信号をゲートライン及び／又はソースラインに印
加することによって、入力装置（２００）からある一定距離で（例えば、リモートアンテ
ナによって）電磁放射が観察／測定されるようになりうる。
【００４１】
　図２に戻って参照すると、一以上の実施形態で、センサ電極（２２１～２２９，２３１
～２３６）の幾つか又は全てが、トランス静電容量検出を行うために使用される（例えば
、表示画面が更新されないとき）。トランス静電容量検出中、センサ電極（２２１～２２
９，２３１～２３６）の幾つかがレシーバ電極として働き、センサ電極（２２１～２２９
，２３１～２３６）の幾つかがトランスミッタ電極として働き、そのような電極対に印加
される電圧の差が生成される。例えば、トランス静電容量検出の際、偶数（又は奇数）列
の各センサ電極がレシーバ電極として働きうる。残りの列のセンサ電極は、トランスミッ
タ電極として働きうる。
【００４２】
　図３Ｂは、一以上の実施形態によるトランス静電容量検出用に構成された入力装置（２
００）を示す。図３Ｂに示されたように、複数のトランスミッタ（Ｔｘ）電極（即ち、Ｔ
ｘ電極（３６７）、Ｔｘ電極（３６８）、Ｔｘ電極（３６９））及び複数のレシーバ（Ｒ
ｘ）電極（即ち、Ｒｘ電極（３５５）、Ｒｘ電極（３５６）、Ｒｘ電極（３５７））があ
る。ＴＸ電極はそれぞれ、回路要素の例である。Ｔｘセンサ電極（３６７～３６９）はそ
れぞれ、図２に関して前述されたセンサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）のいず
れかに対応しうる。同様に、Ｒｘ電極（３５５～３５７）はそれぞれ、図２に関して前述
されたセンサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）のいずれかに対応しうる。各列は
、Ｔｘ電極とＲＸ電極の両方を有しうる。あるいは、単一列は、Ｔｘ電極のみ又はＲｘ電
極のみを有しうる。
【００４３】
　図３Ｂにも示されたように、複数のＡＦＥ（例えば、ＡＦＥ（３９１），ＡＦＥ（３９
２））がある。ＡＦＥ（３９１，３９２）はそれぞれ、図２に関して前述されたＡＦＥ（
２７１～２７３）のいずれか、又は図３Ａに関して前述されたＡＦＥ（３９９）に対応し
うる。更に、ガード信号（３１１）は、ＡＦＥ（３９１，３９２）内の演算増幅器の非反
転端子に印加される。
【００４４】
　更に図３Ｂを参照すると、Ｒｘ電極（３５５）とＲｘ電極（３５７）はそれぞれＡＦＥ
（３９１）とＡＦＥ（３９２）に結合される。したがって、Ｒｘ電極（３５５，３５７）
は両方とも、ガード信号（３１０）によって変調され、トランス静電容量検出を行うため
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に利用される。具体的には、ＡＦＥ（３９１）の電流ＩＯＵＴ１は、入力オブジェクトが
ある場合はその入力オブジェクトによるＲｘ電極（３５５）とＴｘ電極（３６７～３６９
）の１つ以上との間の静電容量結合の変化を反映する。同様に、ＡＦＥ（３９２）の電流
ＩＯＵＴ２は、入力オブジェクトが存在する場合はその入力オブジェクトによるＲｘ電極
（３５７）とＴｘ電極（３６７～３６９）の１つ以上との間の静電容量結合の変化を反映
する。Ｒｘ電極（３５６）もガード信号（３１１）によって変調される。しかしながら、
センサ電極（３５６）がＡＦＥに結合されていないので、センサ電極（３５６）は、この
とき入力オブジェクトの存在を検出するために利用されない。
【００４５】
　一以上の実施形態では、Ｒｘ電極（３５５～３５７）をガード信号（３１１）で変調す
ると、入力装置（２００）からある一定距離で電磁放射が観察／測定されうる（例えば、
リモートアンテナによって）。また、ガード信号（３１１）は、電磁放射の観察／測定に
寄与しうるゲートライン及び／又はソースラインに印加されうる。
【００４６】
　一以上の実施形態で、駆動回路（２４５）は、Ｔｘ電極（３５５～３５７）に直流信号
を印加する機能を有する。追加又は代替として、図３Ｂに示されたように、駆動回路（２
４５）は、ガード信号（３７０）の反転バージョンをＴｘ電極（３６７～３６９）に印加
する（即ち、トランスミッタ電極を変調する）機能を有する。ガード信号（３１１）及び
ガード信号の反転バージョンは、同じか又はほぼ同じ周波数（３７０）を有しうる。しか
しながら、ガード信号（３１１）とガード信号（３７０）の反転バージョンは、位相がず
れ（例えば、１８０度位相ずれ）、異なる振幅を有してもよい。Ｒｘ電極（３５５～３５
７）をガード信号（３１１）で変調している間にトランスミッタ電極（３６７～３６９）
をガード信号（３７０）の反転バージョンで変調することによって、トランス静電容量検
出を行いながら、（例えば、リモートアンテナによって）入力装置（２００）からある一
定距離で観察／測定される電磁放射も緩和（例えば、低減又は相殺）できる。
【００４７】
　一以上の実施形態で、入力装置（３００）は、任意の電極（３５５～３５７，３６７～
３６９）を任意のＡＦＥ（３９１，３９２）に結合し、任意のセンサ電極（３５５～３５
７，３６７～３６９）をガード信号（３１１）又はガード信号（３７０）の反転バージョ
ンで駆動できるスイッチ及び／又はマルチプレクサを有しうる。したがって、センサ電極
をトランスミッタ電極又はレシーバ電極として動作できる。
【００４８】
　図２に戻って参照すると、一以上の実施形態では、複数のセンサ電極がレシーバ電極と
して働くが、所定の時間（例えば、Ｔ１）にトランス静電容量検出を行うためにレシーバ
電極のサブセットしか使用されない。次に、時間Ｔ２で、トランス静電容量検出を行うた
めにレシーバ電極の別のサブセットが使用される。次に、時間Ｔ３で、トランス静電容量
検出を行うためにレシーバ電極の更に別のサブセットが使用される。この走査シーケンス
は、トランス静電容量検出が検出領域（１２０）全体（又は、その一部）にわたって行わ
れるまで続きうる。各時点（即ち、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３など）で、トランス静電容量検出を
行うために使用されるレシーバ電極は、単一ＡＦＥに結合されうる。
【００４９】
　一以上の実施形態で、複数のレシーバ電極を単一ＡＦＥに結合することによって、入力
装置は、検出領域の近接検出のために信号対雑音比を高めうる。更に、ＡＦＥをマトリク
ス内の列の特定のサブセット内のレシーバ電極だけに対応させると、配線占有面積とノイ
ズ感受性を減少させることによって、ガラス上又はシリコン内のアナログトレースの長さ
を最小にできる。
【００５０】
　図４Ａと図４Ｂは、一以上の実施形態による例示的な走査シーケンスを示す。図４Ａと
図４Ｂで、センサ電極が８×５マトリクスを構成すると仮定する。３列のトランスミッタ
電極（即ち、ＴＸ列Ａ（４０５Ａ）、ＴＸ列Ｂ（４０５Ｂ）及びＴＸ列Ｃ（４０５ＣＣ）
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）がある。残りの２列にはレシーバ電極（即ち、ＲＸ列Ａ（４１０Ａ）、ＲＸ列Ｂ（４１
０Ｂ））がある。例示的な走査シーケンスは、４つの異なる時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３及びＴ
４に行われる走査Ａ（４２０）、走査Ｂ（４２２）、走査Ｃ（４２４）及び走査Ｄ（４２
６）の４つの走査を含む。
【００５１】
　４つ全ての走査（４２０，４２２，４２４，４２６）で、ＴＸ列Ａ（４０５Ａ）、ＴＸ
列Ｂ（４０５Ｂ）及びＴＸ列Ｃ（４０５Ｃ）のトランスミッタ電極が、ガード信号の反転
バージョン（ＩＮＶ　Ｖｇｕａｒｄ）によって変調される。これらのトランスミッタ電極
は、図３ＢのＴｘ電極（３６７～３６９）のいずれかに類似する。更に、４つの全ての走
査で、レシーバ電極は全てガード信号（Ｖｇｕａｒｄ）で変調される。前述したように、
トランスミッタ電極をガード信号の反転バージョン（ＩＮＶ　Ｖｇｕａｒｄ）で変調する
ことによって、レシーバ電極をガード信号（Ｖｇｕａｒｄ）で変調することにより生じる
電磁放射を緩和できる。しかしながら、各走査（４２０，４２２，４２４，４２６）で、
ＲＸ列Ａ（４１０Ａ）内の２つのレシーバ電極だけ（「ＡＦＥ（Ｖｇｕａｒｄ）」と示さ
れた）と、ＲＸ列Ｂ（４１０Ｂ）の２つのレシーバ電極だけ（やはり「ＡＦＥ（Ｖｇｕａ
ｒｄ）」と示された）が、ＡＦＥに結合され、トランス静電容量検出に使用される。これ
らのレシーバ電極は、図３Ｂに関して前述されたＲｘ電極（３５７）又はＲｘ電極（３５
５）に類似する。各走査内の残りのレシーバ電極は、ガード信号で駆動されるが、ＡＦＥ
に結合されず、トランス静電容量検出を行うために利用されない。これらの残りのレシー
バ電極は、図３Ｂに関して前述されたＲｘ電極（３５６）と類似する。
【００５２】
　図２に戻って参照すると、一以上の実施形態で、経路回路（２９７）は、絶対静電容量
検出及び／又は相互静電容量検出の際に導電経路（２９９）をガード信号の反転バージョ
ン（例えば、反転ガード信号（３７０））で変調する機能を有する。導電経路（２９９）
をガード信号の反転バージョン（例えば、反転ガード信号（３７０））で変調することに
よって、入力装置（２００）は、トランス静電容量検出又は絶対静電容量検出を行いなが
ら入力装置（２００）からある一定距離で（例えば、リモートアンテナによって）観察／
測定される電磁放射を緩和（例えば、低減又は相殺）できる。
【００５３】
　一以上の実施形態で、導電経路（２９９）の抵抗は、温度と屈曲（例えば、入力装置（
２００）に加えられた屈曲力）の両方による影響を受ける。したがって、経路回路（２９
７）は、入力装置（２００）に加えられる温度変化及び／又は屈曲力の評価に使用される
導電経路（２９９）の抵抗又は抵抗変化を決定する機能も有しうる。これらの評価は、表
示を更新し（例えば、温度を補償するために表示ガンマ曲線を調整する）かつ／又は入力
オブジェクトの位置を決定する因子でよい。
【００５４】
　一以上の実施形態で、経路回路（２９７）は、トランス静電容量検出中に導電経路（２
９９）をガード信号の反転バージョンで変調する機能を有する。前述したように、レシー
バ電極をガード信号で変調している間に導電経路（２９９）をガード信号の反転バージョ
ンで変調することによって、入力装置（２００）からある一定距離で（例えば、リモート
アンテナによる）観察／測定される電磁放射を緩和（例えば、低減又は相殺）できる。
【００５５】
　図５は、一以上の実施形態による静電容量検出用に構成された入力装置（２００）を示
す。図５に示されたように、センサ電極（５０５）がＡＦＥ（５９９）に結合され、セン
サ電極（５０６）がＡＦＥ（５９８）に結合される。センサ電極（５０５，５０６）はそ
れぞれ、図２に関して前述されたセンサ電極（２２１～２２９，２３１～２３６）のいず
れかに対応しうる。ＡＦＥ（５９８，５９９）はそれぞれ、やはり図２に関して前述され
たＡＦＥ（２７１～２７３）のいずれかに対応しうる。
【００５６】
　図５に示されたように、ＡＦＥ（５９９）は、演算増幅器（５１５）、電流コンベア（
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５１６）、及び付加処理回路（５２０）を含む。ＡＦＥ（５９８）は、ＡＦＥ（５９９）
に類似した構成要素を有する。ＡＦＥ（５９９）は、センサ電極（５０５）をガード信号
（５１１）で変調する。ガード信号（５１１）は、矩形波、正弦波、三角波などの周期信
号でよい。ＡＦＥ（５９８）は、センサ電極（５０６）をガード信号（５７０）の反転バ
ージョンで変調する。ガード信号（５１１）とガード信号（５７０）の反転バージョンは
、同じ周波数を有してもよいが、異なる振幅を有してもよくかつ／又は位相ずれ（例えば
、１８０度位相ずれ）でもよい。センサ電極（５０５）とセンサ電極（５０６）は両方と
も静電容量検出に利用されうる。具体的には、電流ＩＸは、入力オブジェクトのセンサ電
極（５０５）への接近によるセンサ電極（５０５）とセンサ電極（５０６）の間の静電容
量結合の変化を反映する。同様に、電流ＩＹは、入力オブジェクトのセンサ電極（５０６
）への接近によるセンサ電極（５０５）とセンサ電極（５０６）の間の静電容量結合の変
化を反映し、また、様々な信号（即ち、ガード信号（５１１）とガード信号（５７０）の
反転バージョン）によって駆動されるセンサ電極（５０６）とゲートライン（５７６）の
間の静電容量によって生じる電流を含む。
【００５７】
　一以上の実施形態では、センサ電極（５０５）をガード信号（５１１）で変調すると、
入力装置（２００）からある一定距離で電磁放射が観察／測定されうる（例えば、リモー
トアンテナによって）。また、ガード信号（５１１）は、電磁放射の観察／測定に寄与し
うるゲートライン及び／又はソースラインに印加されうる。センサ電極（５０６）をガー
ド信号（５１１）の反転バージョンで変調することによって、入力装置（２００）全体又
は１対のセンサ電極（５０５）及び（５０６）を含むセンサ電極のサブセットから測定さ
れる電磁放射を緩和（即ち、低減又は相殺）できる。
【００５８】
　前述したように、入力装置（２００）は、複数のゲートラインを備えてもよく、ガード
信号（５１１）がゲートラインに印加されてもよい。図５で、ゲートライン（５７５）は
、センサ電極（５０５）とセンサ電極（５０６）の両方の下（又は上）を通る。しかしな
がら、センサ電極（５０６）をガード信号の反転バージョンで変調している間にゲートラ
イン（５７５）がガード信号（５１１）で駆動されるので、追加電流が生成される。した
がって、電荷低減のために、より大きい粗ベースライン補正（ＣＢＣ）が必要になる。図
３Ｂの構成がより大きいＣＢＣを必要としないので、図３Ｂは、図５の構成の代替と見な
されうる。
【００５９】
　図６は、一以上の実施形態によるフローチャートである。図６のフローチャートは、入
力装置（例えば、入力装置（２００））を動作させる方法を表す。図６のステップの１つ
以上は、図２に関して前述された処理システム（２１０）の構成要素によって実行されう
る。一以上の実施形態で、図６に示されたステップの１つ以上が、図６に示された順序と
は異なる順序で省略され、繰り返され、及び／又は実行されうる。したがって、本発明の
範囲は、図６に示されたステップの特定の配列に限定されると考えられるべきでない。
【００６０】
　最初に、入力装置が得られる（ステップ６００）。入力装置は、複数のセンサ電極と、
センサ電極を取り囲む導電経路とを含む。導電経路は、間にギャップを有する１つ以上の
区分から構成されうる。必要に応じて、入力装置は、導電経路とセンサ電極の間にある接
地経路を含みうる。入力装置は、表示画面を、その表示画面を更新するために使用される
ゲートラインとソースラインと共に含みうる。更に、センサ電極の全て又は幾つかは、表
示画面の更新にも関与するＶＣＯＭ区分に対応しうる。
【００６１】
　ステップ６１０で、センサ電極の幾つか又は全てが、静電容量検出（例えば、絶対静電
容量検出、相互静電容量検出）を行うために使用される。これは、センサ電極（又は、相
互静電容量検出の場合はレシーバ電極）を検出信号（例えば、正弦波、矩形波、三角波な
ど）で変調することを含む。センサ電極を検出信号で変調すると、入力装置（２００）か
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らある一定距離で電磁放射が観察／測定される（例えば、リモートアンテナによって）。
静電容量検出は、入力画面がある場合にその入力画面が更新していないときに行われうる
。
【００６２】
　ステップ６２０で、静電容量検出中に、ガード信号が、ゲートライン及び／又はソース
ラインにも印加されうる。ガード信号は、実質的に検出信号に類似した振幅と位相でよい
。ガード信号をゲートライン及び／又はソースラインに印加することによって、センサ電
極が、ゲートライン及び／又はソースラインと静電容量結合する可能性が低くなり、した
がって、処理システムが入力オブジェクトの存在を誤識別する可能性が低くなる。ゲート
ラインをガード信号で変調すると、やはり入力装置（２００）からある一定距離で電磁放
射が観察／測定されうる（例えば、リモートアンテナによって）。
【００６３】
　ステップ６３０で、電磁放射を緩和する試みが行われる。具体的には、これは、導電経
路をガード信号の反転バージョンで変調することを含む。ガード信号の反転バージョンは
、ガード信号と同じか実質的に同じ周波数を有してもよいが、ガード信号と位相がずれて
もよく（例えば、位相ずれ１８０度）、ガード信号と異なる振幅を有してもよい。導電経
路をガード信号の反転バージョンで変調することにより、センサ電極とゲートラインの変
調によって生じる電磁放射を緩和（即ち、低減又は相殺）する電磁放射が生成される。
【００６４】
　図７は、一以上の実施形態によるフローチャートである。図７のフローチャートは、入
力装置（例えば、入力装置（２００））を動作させる方法を表す。図７のステップの１つ
以上は、図２に関して前述された処理システム（２１０）の構成要素によって実行されう
る。一以上の実施形態で、図７に示されたステップの１つ以上が、図７に示された順序と
は異なる順序で省略され、繰り返され、及び／又は実行されうる。したがって、本発明の
範囲は、図７に示されたステップの特定の配列に限定されると考えられるべきでない。
【００６５】
　最初に、入力装置が得られる（ステップ７００）。入力装置は、処理システムのＡＦＥ
に結合された複数のセンサ電極を含む。入力装置はまた、表示画面を、その表示画面を更
新するために使用されるゲートラインとソースラインと共に含みうる。更に、センサ電極
の全て又は幾つかは、表示画面の更新にも関与するＶＣＯＭ区分に対応しうる。
【００６６】
　ステップ７１０で、センサ電極の幾つか又は全てが、相互静電容量検出を行うために使
用される。これは、センサ電極の幾つかをガード信号で変調することを含みうる。センサ
電極をガード信号で変調すると、入力装置（２００）からある一定距離で電磁放射が観察
／測定されうる（例えば、リモートアンテナによって）。静電容量検出は、入力画面があ
る場合はその入力画面が更新していないときに行われる。
【００６７】
　ステップ７２０で、相互静電容量検出中、ガード信号が、ゲートライン及び／又はソー
スラインにも印加されうる。ガード信号をゲートライン及び／又はソースラインに印加す
ることによって、センサ電極が、ゲートライン及び／又はソースラインと静電容量結合す
る可能性が低くなり、したがって、処理システムが入力オブジェクトの存在を誤識別する
可能性が低くなる。ゲートラインをガード信号で変調すると、入力装置（２００）からあ
る一定距離で電磁放射が観察／測定されうる（例えば、リモートアンテナによって）。
【００６８】
　ステップ７３０で、電磁放射を緩和する試みが行われる。具体的には、これは、センサ
電極の幾つかをガード信号の反転バージョンで変調することを含む。電極をガード信号の
反転バージョンで変調すると、センサ電極（及びゲートライン）をガード信号で変調する
ことによって生じる電磁放射を緩和（即ち、低減又は相殺）する電磁放射が生成される。
【００６９】
　以上、本明細書に示された実施形態及び例は、様々な実施形態及びその特定の応用例を
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最もよく説明し、それにより当業者が本発明を作成し使用できるようにするために提示さ
れた。しかしながら、当業者は、以上の説明及び例が、単に説明と例のために提示された
ことを理解するであろう。以上の説明は、網羅的ではなく、開示された厳密な形態に限定
するものでもない。
【００７０】
　多くの実施形態について述べてきたが、この開示の利益を有する当業者は、範囲を逸脱
しない他の実施形態を考案できることを理解するであろう。したがって、本発明の範囲は
、添付された特許請求の範囲によってのみ限定されるべきである。
【符号の説明】
【００７１】
　２００　入力装置
　２１０　処理システム
　２２１～２２９、２３１～２３６　センサ電極
　２４５　駆動回路
　２５５　検出回路
　２７１　アナログフロントエンドＡ
　２７２　アナログフロントエンドＢ
　２７３　アナログフロントエンドＣ
　２９７　経路回路
　２９８　接地経路
　２９９　導電経路

【図１】 【図２】
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